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Описываемая схема может успешно применяться для измерения, 
стабилизации и регулирования температуры. Достоинством схемы яв­
ляется ее большая гибкость и возможность получения высокой чувст­
вительности. Гибкость схемы проявляется прежде всего в возможности 
регулирования выходной характеристики от монотонной вплоть до скач­
кообразной.

Рассмотрим работу схемы (рис. 1).
К базе триода Пі прило­

жено напряжение (рис. 1).
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где R t1 — сопротивление тер­
мистора (ММТ); 

і3 — коллекторный ток 
триода П3 (этот ток, 
как будет показано 
ниже, является функ­

цией температуры).
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где h n — входное сопротивление триода Пь 
Pi — коэффициент усиления по току, 

/КН1 — начальный коллекторный ток.
К базе триода П2 приложено
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где h\\ — входное сопротивление триода П2. 
ß2 — коэффициент усиления по току.

Zkh2-  начальный коллекторный ток триода П2.
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Сопротивление термисторов Rr l и Rra с увеличением температуры 
будет уменьшаться. Легко заметить, что при повышении температу­
ры ток і г возрастает, a і2 — уменьшается.

При уменьшении температуры I1 будет уменьшаться, a і2 увели­
чиваться. Легко также заметить, что при і2 >  Z1 триод П2 находится 
в насыщении, падение напряжения на нем мало и триод П3 практи­
чески заперт. По мере увеличения температуры ток Z1 возрастает и 
при Z1 ~  L2 няпряжение на П2 повысится и триод П3 начнет откры­
ваться, т. е. ток Z3 будет возрастать. Сопротивление R 1 является 
элементом положительной обратной связи. При значении R 1 =  0 или 
меньше определенного критического значения Ri крит. зависимость Zs 
от температуры имеет монотонный характер, а при R x ^  Ri Крит.— 
скачкообразный.

Рассмотрим вначале работу схемы при Ri =  0. Чувствительность 
схемы к изменению температуры:
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Учитывая, что Rr  =  ; — — =  <*<;

«
h =  V  kT ,

где Rtо и В— постоянные величины, зав ися щ ие от физических свойств
материала термистора;

л,— температурный коэффициент сопротивления, 
q— заряд электрона,

Æ—постоянная Больцмана,
I k T  \Г —абсолютное значение тем п ер атур ы  — гг0,26 в при25°С )
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Учитывая, что Rt1 »  Ri и R2 >  R t j и приняв

ростить выражения (4) и (5):
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Выражение (6) позволяет непосредственно оценить относительную
чувствительность схемы к изменению тем­
пературы. Например, при D6l^  D 63 30 мв

4% изменение температуры на 1°Си CL
1°С
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Рис. 2.
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приведет к относительному изменению то­
ка /3 на 48 %. Приняв Ii = I2 =  1 ма и ß3=50, 
получим приращение тока і3 на 24 ма.

На рис. 2 дана экспериментально снятая 
зависимость =  / (* )  [/?3 =  I komJ при Ri=O  
(кривая а) и при R i > R Kpm. (кривая б).
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